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(57) Напівпровідниковий вимірювач газу, який міс-
тить польовий газочутливий транзистор, який від-
різняється тим, що в нього введені біполярний
транзистор, два джерела постійної напруги, газо-
чутливий резистор, індуктивність, ємність і резис-
тор, причому перший полюс першого джерела по-
стійної напруги з'єднаний з першим виводом

резистора, а другий вивід резистора підключений
до бази біполярного транзистора, емітер якого
з'єднаний з витоком польового газочутливого тра-
нзистора, а затвор з'єднаний з другим виводом
газочутливого резистора, при цьому колектор бі-
полярного транзистора підключений до першого
виводу газочутливого резистора і першого виводу
індуктивності, до якого підключена перша вихідна
клема, а другий вивід індуктивності підключений
до першого виводу ємності і першого полюса дру-
гого джерела постійної напруги, а другий полюс
другого джерела постійної напруги з'єднаний з
другим виводом ємності, стоком польового газочу-
тливого транзистора і другим полюсом першого
джерела постійної напруги, які утворюють загаль-
ну шину, до якої підключена друга вихідна клема

Винахід належить до області контрольно-
вимірювальної техніки і може бути використаний
як вимірювач газу в різноманітних пристроях ав-
томатичного керування технологічними процеса-
ми

Відомий пристрій для виміру концентрації газу
складається з керамічної підкладки, яка витримує
нагрівання до 500°С На керамічній підкладці ство-
рені два електроди, між якими міститься напівпро-
відниковий прошарок оксиду металу При прохо-
дженні газу над поверхнею активованого прошарку
оксиду металу змінюється його опір За допомогою
мостової схеми зміна опору перетворюється у змі-
ну напруги (див Г Виглеб Датчики - М Мир,
1989 С 99-111)

Недоліком такого пристрою є низька чутли-
вість, особливо в області температур 100 - 200°С,
тому що при цих температурах різко спадає хіміч-
на швидкість реакцій, які відбуваються на поверхні
газочутливого пристрою

Найбільш близьким технічним рішенням до
даного винаходу можна вважати вимірювач конце-
нтрації газів на основі польового газочутливого
транзистора (див патент ФРГ №3526348А1 по кл
G01N27/12, 1987)

Його конструкція являє собою польовий газо-
чутливий транзистор з дірковим типом провідності

каналу, на якому методом дифузії створені дві
сильно леговані області стоку і витоку з електро-
нним типом провідності, на які напилені алюмінієві
електроди Між електродами витоку і стоку міс-
титься канал, на поверхні якого створено ізолюю-
чий шар з двоокису кремнію На шар двоокису
кремнію напилено газочутливий шар Далі на по-
верхні газочутливого шару створюється або су-
цільний електрод затвору на основі золота, або у
вигляді гребінки з алюмінію Основою газочутливо-
го шару є амінопропіленові оксилани з різними
домішками, які визначають реакцію на той або
інший газ

Недоліком такого пристрою є низька чутли-
вість і точність виміру концентрації газу, яка обу-
мовлена тим, що зміна концентрації газу зв'язана з
накопиченням зарядів на поверхні розділу напів-
провідник-підзатворний діелектрик Це накопичен-
ня зарядів приводить до зміни висоти потенційного
бар'єру польового транзистора, а це в свою чергу
в незначному ступені змінює напругу на затворі
Невелика зміна напруги на затворі викликає не-
значну зміну струму стоку

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення напівпровідникового вимірювача газу, в
якому за рахунок введення нових блоків і зв'язків
між ними відбувається перетворення концентрації
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газу у частоту, що приводить до підвищення чут-
ливості і точності виміру концентрації газу

Поставлена задача вирішується тим, що в
пристрій, який складається з польового газочутли-
вого транзистора, введені біполярний транзистор,
два джерела постійної напруги, газочутливий ре-
зистор, індуктивність, ємність і резистор, що дало
змогу замінити перетворення концентрації газу у
струм у відомому пристрої на перетворення кон-
центрації газу у частоту у запропонованому, при-
чому перший полюс першого джерела постійної
напруги з'єднаний з першим виводом резистора, а
другий вивід резистора підключений до бази біпо-
лярного транзистора, емітер якого з'єднаний з ви-
током польового газочутливого транзистора, а
затвор з'єднаний з другим виводом газочутливого
резистора, при цьому колектор біполярного тран-
зистора підключений до першого виводу газочут-
ливого резистора і першого виводу індуктивності
до якого підключена перша вихідна клема, а дру-
гий вивід індуктивності підключений до першого
виводу ємності і першого полюса другого джерела
постійної напруги, а другий полюс другого джере-
ла постійної напруги з'єднаний з другим виводом
ємності, стоком польового газочутливого транзис-
тора і другим полюсом першого джерела постійної
напруги, які утворюють загальну шину, до якої під-
ключена друга вихідна клема

Використання запропонованого пристрою для
виміру концентрації газу суттєво підвищує точність
виміру інформативного параметру за рахунок ви-
користання ємнісного елемента коливального кон-
туру у вигляді біполярного і польового газочутли-
вого транзисторів, в якому зміна ємності під дією
газу перетворюється в ефективну зміну резонанс-
ної частоти, при цьому можлива лінеаризація фун-

кції перетворення шляхом вибору величини напру-
ги живлення

На креслені подано схему (Фіг) напівпровідни-
кового вимірювача газу Пристрій складається з
першого джерела постійної напруги 1, яке через
резистор 2 з'єднане з біполярним транзистором 3 і
польовим газочутливим транзистором 4, затвор
якого через газочутливий резистор 5 з'єднаний з
індуктивністю 6 і ємністю 7, яка підключена пара-
лельно другому джерелу постійної напруги 8 Ви-
хід пристрою утворений колектором біполярного
транзистора 3 і загальною шиною

Напівпровідниковий вимірювач газу працює
таким чином

В початковий момент часу газ не діє на затвор
польового газочутливого транзистора 4 і газочут-
ливий резистор 5 Підвищенням напруги першого
джерела постійної напруги 1 і другого джерела
постійної напруги 8 до величини, коли на електро-
дах колектора біполярного транзистора 3 і стоку
польового газочутливого транзистора 4 виникає
від'ємний опір, який приводить до виникнення еле-
ктричних коливань у контурі, утвореним паралель-
ним включенням повного опору з ємнісним харак-
тером на електродах колектора біполярного
транзистора 3 і стоку польового газочутливого
транзистора 4 та індуктивним опором індуктивнос-
ті 6 Ємність 7 запобігає проходженню змінного
струму через друге джерело постійної напруги 8
При наступній дії газу на польовий газочутливий
транзистор 4 і газочутливий резистор 5 змінюється
ємнісна складова повного опору на електродах
колектора біполярного транзистора 3 і стоку
польового газочутливого транзистора 4, а це ви-
кликає зміну резонансної частоти коливального
контуру
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